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【はじめに】 IV-VI 系 2 元化合物半導体である SnS は点における禁制帯幅が 1.3 eV であり、高い

光吸収係数(  = 104 cm-1 )を有していると報告されている[1]。また、構成元素である Sn と Sは安全・安

価であり次世代の太陽電池の吸収層材料として期待されている。現在、SnS 太陽電池の最高変換効率

は 4.36%[2]と報告されているが、Cu(In,Ga)Se2(CIGS)や Cu2ZnSnS4(CZTS)太陽電池などと比べると

まだ低い。今回我々は、SnS 薄膜への NaF 添加による変換効率向上を目指した。Na や K などのアル

カリ金属の添加は CIGS 太陽電池において高効率化の鍵になっており、近年では CZTS[3]や

Cu2SnS3(CTS)太陽電池[4]においてもそれらの効果の検証が行われている。今回はプレカーサ上に

NaFを蒸着後、硫化成長を行い、SnS薄膜の評価及び太陽電池特性の検討を行った。 

【実験方法】 RFスパッタ法を用いてS添加Snプレカーサ

を 500nm堆積後、NaF を薄膜上に蒸着し、硫化成長を行っ

た。スパッタターゲットには SnS2＋Snの焼結体(Sn : S = 50 

at% : 50 at%)を使用した。硫化は硫化時間 30~120分、硫

化温度 300~500℃の範囲で変化させ行った。 

【実験結果及び考察】 図 1 に NaF を蒸着したプレカーサ

と通常のプレカーサを硫化成長した後の、表面 SEM 像を示

す。NaF を添加し硫化成長した場合、Na に起因する粒が表

面に残るものの、SnS グレインは小粒径化することが分かる。

図２に NaFを蒸着したプレカーサと通常のプレカーサを硫化

成長した後の XRDパターンを示す。NaFを添加することで、

SnS に起因するピークの半値幅が小さくなることが確認され

た。なお、太陽電池特性に関する報告は発表当日に行う。 
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図 1 (a)NaF添加あり(b)NaF添加なし 

プレカーサ硫化後の表面 SEM像 
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図 2 硫化成長後の XRDパターン 
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